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| DATOS GENERALES

Nombre del Curso

Caracterizacion y Extraccion de Parametros en Nanodispositivos

Justificacion

El desarrollo de circuitos integrados CMOS de ultra alta escala de integracion ha
sido posible gracias al desarrollo de dispositivos de orden nanométrico. El principal
dispositivo usado en la Tecnologia CMOS es el transistor MOSFET. Sin embargo,
diversos procesos tecnologicos y de modelado, requieren del estudio de
estructuras de prueba tales como elementos resistivos, estructuras MOS, MIM,
entre otras, las cuales permiten determinar diversos parametros, necesarios para
el analisis adecuado de materiales y procesos. El tener estructuras fisicas con
dimensiones nanomeétricas, implica necesidades especificas para realizar las
mediciones de forma adecuada y, por otro lado, desarrollar metodologias de
extraccion de parametros también especificas. En el caso de los transistores
MOSFET nanométricos, es necesario abordar tanto mediciones en corriente
directa, asi como el analisis analdogico en rangos de microondas y ondas
milimétricas.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

Analizar las principales caracteristicas de los sistemas de caracterizacion eléctrica
en corriente directa y para muy altas frecuencas, asi como las metodologias
basicas para la extraccion de parametros de desempeno de dispositivos
nanometricos.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS

UNIDAD 1
Fundamentos de las Técnicas de Caracterizacion Eléctrica

Objetivos particulares
Analizar las principales caracteristicas de los sistemas de medicion eléctrica para
dispositivos de orden nanométrico.

Temas

1.1 Aspectos Generales

1.2 Mediciones |-V

1.3 Mediciones C-V

1.4 Mediciones de RF y Microondas




UNIDAD 2
Caracterizacion en dc y Extraccion de Parametros en Nanodispositivos

Objetivos particulares
Analizar los principales métodos de extraccion de parametros para mediciones en
corriente directa

Temas
2.1 Resistividad
2.2 Diodos
2.3 Estructura MOS
2.4 Mecanismos de Transporte
2.5 Transistores nanométricos
UNIDAD 3

Caracterizacién en RF y Extraccion de Parametros en Nanodispositivos

Objetivos particulares
Comprender el modelo de circuito equivalente de pequefa senal, asi como los
meétodos de extraccion, para transistores nanomeétricos.

Temas

3.1 Circuito Equivalente de Pequena-Senal
3.2 Elementos intrinsecos
3.3 Elementos extrinsecos
3.4 Figuras de Mérito Analogicas

TECNICAS DIDACTICAS Y ASPECTOS METODOLOGICOS

Elaboracion de Practicas
Trabajos de investigacion
Lecturas previas y discusion en clase

| EQUIPO NECESARIO

Computadora
Proyector
Procesadores matematicos (MatLab, MathCAD)
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REFERENCIAS ELECTRONICAS (Ultima fecha de acceso:)

ITRS: http://www.itrs2.net/ (1/05/2018)

Otros Materiales de Consulta:

Base de datos IEEExplorer, Elsevier, Institute of Physics.

| EVALUACION

SUMATIVA
Concepto Porcentaje
Practicas 50%
Forma de Exposiciones 20%
Evaluacion Examen Final 30%
Total 100%




